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Fig. 3. PCDTBT&PCBM A ED GISAXS 4
(a) : BVLEREE (b) : 85°C, (c) : 150°C, (d) : 200°C
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Fig. 4. PCDTBT&bis-PCBM {E&ED GISAXS 14
(a) : BVUELE, (b) : 85°C, () : 150°C, (d) : 200°C
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